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Beschreibung 

Eiektronisches Bauteil und Nutzen zur Herstellung desselben 

5 Die Erfindung betrifft ein eiektronisches Bauteil mit gesta- 
pelten Halbleiterchips und einen Nutzen zur Herstellung des 
Bauteils . 

Das Stapeln von Halbleiterchips unterschiedlicher Grofte zu 
10 einem kompakten elektronischen Bauteil ist kostenintensiv und 
mit hohen Risiken in Bezug auf ein einwandf reies Zusammenwir- 
ken der integrierten Schaltungen der Halbleiterchips verbun- 
den. Die hohen Kosten entstehen insbesondere durch das Be- 
reitstellen von Umverdrahtungslagen fur jeden der zu stapeln- 
15 den Halbleiterchips und durch das Herstellen von elektrischen 
Verbindungen zwischen den Umverdrahtungslagen jedes Halblei- 
terchips. Dariiber hinaus sind elektrische Verbindungen zu 
schaffen, welche von den unterschiedlichen Umverdrahtungsla- 
gen zu oberf lachenmontierbaren Aulienkontakten eines elektro- 
20 nischen Bauteils fuhren. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein kostengunstig herstellbares 
eiektronisches Bauteil mit gestapelten Halbleiterchips an- 
zugeben, welches ein einwandf reies Zusammenwirken der gesta- 
25 pelten Halbleiterchips und ein kostengunstiges elektrisches 

Verbinden der Kontaktf lachen der Halbleiterchips mit oberfla- 
chenmontierbaren AuBenkontakten des elektronischen Bauteils 
ermoglicht . 

30 Gelost wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand der unabhangigen 
Anspruche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den abhangigen Anspruchen. 
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Erf indungsgemafi wird ein elektronisches Bauteil angegeben, 
das einen Stapel von Halbleiterchips aufweist. Der Stapel 
weist mindestens einen ersten Halbleiterchip und einen gesta- 
pelten zweiten Halbleiterchip auf. Die Halbleiterchips weisen 
5 ihrerseits eine aktive Oberseite mit Kontaktf lachen zu ihren 
integrierten Schaltungen und eine Riickseite auf. Daruber hin- 
aus ist in dem elektronischen Bauteil eine Flachleiterstruk- 
tur mit einer Chipinsel und die Chipinsel umgebenden Flach- 
leitern angeordnet . Orthogonal zu den Flachleitern sind Kon- 
10 taktsaulen auf den Flachleitern ausgerichtet . 

Der gestapelte zweite Halbleiterchip ist mit seiner Riickseite 
auf der Chipinsel der Flachleiterstruktur fixiert und seine 
Kontaktf lachen sind iiber Bonddrahte mit den die Chipinsel um- 

15 gebenden Flachleitern elektrisch verbunden. Der erste Halb- 
leiterchip ist unterhalb der Chipinsel angeordnet und von den 
Kontaktsaulen der Flachleiterstruktur umgeben. Die Flachlei- 
terstruktur mit Chipinsel und auf gebrachtem gestapeltem zwei- 
ten Halbleiterchip , sowie den Bondverbindungen und den die 

20 Chipinsel umgebenden Flachleiter, sowie die Mantelf lachen der 
Kontaktsaulen sind in eine Kunststof f gehausemasse eingebet- 
tet. Der erste Halbleiterchip ist auf seiner Riickseite und 
seinen Randseiten ebenfalls von der Kunststof f gehausemasse 
umgeben und derart in der Kunststof f gehausemasse angeordnet, 

25 dass seine aktive Oberseite koplanar zu Oberseitenbereichen 
der Kunststof f gehausemasse und koplanar zu Saulenoberf lachen 
der Kontaktsaulen ausgerichtet ist, und die koplanar ausge- 
richteten Oberseiten eine Gesamtoberseite bilden. Als Saulen- 
kontaktf achen werden in diesem Zusammenhang die Grundfachen 

30 der Kontaktsaulen bezeichnet. 

Diese Gesamtoberseite bietet in vorteilhaf ter Weise die Mog- 
lichkeit, sowohl auf die Kontaktf lachen des ersten Halblei- 
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terchips, als auch auf die Kontaktf lachen des gestapelten 
zweiten Halbleiterchips uber die Kontaktsaulen, die Flachlei- 
ter und die Bondverbindungen zuzugreifen. Dazu ist lediglich 
eine Umverdrahtungslage auf der Gesamtoberseite erf orderlich, 
5 welche die Halbleiterchips uber Umverdrahtungsleitungen e- 
lektrisch miteinander verbindet . 

Somit kombiniert die Erfindung in vorteilhaf ter Weise eine 
speziell entwickelte Flachleiterstruktur , die metallische 

10 Kontaktsaulen aufweist, mit einer "universal package"- 

Bauweise zu einem elektronischen Bauteil mit gestapelten 
Halbleiterchips. Aufgrund der Saulenstrukturen der Flachlei- 
terstruktur konnen Durchkontaktierungen hergestellt werden. 
Es entstehen auf der Gesamtoberseite flachig angeordnete Sau- 

15 lenkontaktf lachen und Kontaktf lachen des ersten Halbleiter- 
chips, welche dann mittels mikrostrukturierter Umverdrahtung 
elektrisch auf kostengiinstige Weise verbunden werden konnen. 

Dabei kann die Montage des ersten Halbleiterchips auf einem 
20 einseitig klebenden Trager und die Montage des gestapelten 
zweiten Halbleiterchips auf der Chipinsel der Flachleiter- 
struktur weitestgehend getrennt erfolgen, was das Montageri- 
siko minimiert. Daruber hinaus weist das elektronische Bau- 
teil kein teures Mehrlagensubstrat auf, sondern lediglich ei- 
25 ne einzige Umverdrahtungslage, die auf der Gesamtoberseite 

angeordnet ist. Somit konnen fur das erf indungsgemafte elekt- 
ronische Bauteil Halbleiterchips mit unterschiedlichem Design 
flexibel kombiniert und ubereinander gestapelt werden, wobei 
gleichartige oder gleichgroBe Halbleiterchips nicht ausge- 
30 schlossen sind. 



Die vertikale Durchkontaktierung durch die Kunststof f gehause- 
masse zu der Gesamtoberseite mit Hilfe der Kontaktsaulen der 
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Flachleiterstruktur erfolgt auf kostengunstige Weise. Dabei 
bleiben vor einem Aufbringen der Umverdrahtungslage die Sau- 
lenkontaktf lachen der Kontaktsaulen, uber welche die Kontakt- 
flachen des gestapelten zweiten Halbleiterchips angeschlossen 
5 sind, und die Kontaktf lachen des unterhalb der Chipinsel an- 
'geordneten ersten Halbleiterchips sichtbar, so dass eine Ver- 
drahtung durch eine fur beide gestapelte Halbleiterchips ge- 
meinsame Umverdrahtungslage erleichtert wird. 

10 Die Umverdrahtungslage kann eine Umverdrahtungsschicht auf- 

weisen, die auf der Gesamtoberseite angeordnet ist und Auften- 
kontaktf lachen aufweist. Diese Aufrenkontaktf lachen sind uber 
die Umverdrahtungsleitungen mit Saulenkontaktf lachen auf den 
Oberseiten der Kontaktsaulen und/oder mit den Kontaktf lachen 

15 des ersten Halbleiterchips elektrisch verbunden . Dabei reicht 
eine Umverdrahtungsschicht vollstandig aus, urn zu beiden 
Halbleiterchips einen elektrischen Zugriff fur ein einwand- 
freies Zusammenwirken der gestapelten Halbleiterchips zu rea- 
lisieren. 

20 

Auf den Aufienkontaktf lachen konnen Lotballe, und/oder "stud 
bumps" als Auftenkontakte angeordnet sein. Dies hat den Vor- 
teil, dass eine anwendungsspezif ische Form von AuBenkontakten 
auf den Auftenkontaktf lachen realisierbar ist. 



Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen Nutzen, der 
einen Flachleiterrahmen mit in Zeilen und Spalten angeordne- 
ten Bauteilpositionen aufweist. Auf einem derartigen Nutzen 
konnen in den Bauteilpositionen bereits komplette elektroni- 
30 sche Bauteile mit den gestapelten Halbleiterchips vorhanden 

sein, und auch die AuBenkontakte fur jedes der elektronischen 
Bauteile konnen bereits auf dem Nutzen angebracht sein. Ein 
derartiger Nutzen hat den Vorteil, dass die Herstellung von 
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erf indungsgemaflen elektronischen Bauteilen mit gestapelten 
Halbleiterchips verbilligt wird, so dass kostengunstig elekt- 
ronische Bauteile zur Verfugung stellt werden konnen. 

5 Die Form des Nutzens kann in Umfang und Umfangsmarkierungen 
einem Standard-Halbleiterwaf er entsprechen. Dieses hat den 
Vorteil, dass Verf ahrenstechniken, die sich fur Halbleiterwa- 
fer bewahrt haben, auch mit einem derartigen "Wafer-Nut zen" 
erfolgreich durchgefiihrt werden konnen. 

10 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Nutzens fur mehrere e- 
iektronische Bauteile weist die nachf olgenden Verfahrens- 
schritte auf . Zunachst wird ein Flachleiterrahmen mit in Zei- 
len und Spalten angeordneten Bauteiipositionen hergestellt. 

15 Dabei weist eine Bauteilposition eine Chipinsel und die Chip- 
insel umgebende Flachleiter auf. Auf den Flachleitern sind 
Kontaktsaulen angeordnet und orthogonal zu den Flachleitern 
ausgerichtet . Ein derartiger Flachleiterrahmen mit Chipin- 
•seln, Flachleitern und auf diesen angeordneten Kontaktsaulen 

20 kann durch Strukturatzen einer Metallplatte aus einer Kupfer- 
legierung oder einer Bronzelegierung oder durch Pragen und 
Stanzen einer Metallfolie kostengunstig hergestellt werden. 

Nachdem ein derartiger Flachleiterrahmen zur Verfugung steht, 
25 wird in den Bauteiipositionen auf den Chipinseln ein zu sta- 
pelnder Halbleiterchip aufgebracht. Anschlieftend werden Bond- 
verbindungen zwischen die Chipinsel umgebenden Flachleitern 
und den Kontaktf lachen auf aktiven Oberseiten der gestapelten 
Halbleiterchips hergestellt. Zur Herstellung derartiger Bond- 
30 verbindungen ist eine Bonddrahttechnik geeignet, die mit 

Bonddrahten aus einer Gold- oder einer Aluminiumlegierung ar- 
beitet . 
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Zeitlich unabhangig von dem Bestiicken des Flachleiterrahmens 
mit gestapelten zweiten Halbleiterchips konnen erste Halblei- 
terchips mit ihren aktiven Oberseiten auf einen einseitig 
klebenden Trager aufgebracht werden. Dazu werden die Halblei- 
5 terchips in Zeilen und Spalten angeordnet, die den Zeilen und 
Spaiten der Bauteilpositionen des Flachleiterrahmens entspre- 
chen. Auf den einseitig Jclebenden Trager mit in Zeilen und 
Spalten angeordneten Halbleiterchips wird anschlieftend der 
Flachleiterrahmen mit dem gestapelten zweiten Halbleiterchip 
10 derart aufgebracht und ausgerichtet , dass die ersten Halblei- 
terchips unterhalb der Chipinseln angeordnet und von Kontakt- 
saulen umgeben sind. 

Diese Kontaktsaulen stehen mit ihren Grundflachen beziehungs- 
15 weise Saulenkontaktf lachen auf dem einseitig klebenden Trager 
und sind somit mit den aktiven Oberseiten und den Kontaktfla- 
chen des ersten Halbleiterchips auf einer gemeinsamen Ebene 
koplanar ausgerichtet . 

20 Als nachstes wird dann der Flachleiterrahmen mit gestapelten 
Halbleiterchips und Bondverbindungen in einer Kunststof fge- 
hausemasse zu einer Verbundplatte auf dem Trager eingebettet. 
Nach dem Ausharten der Kunststof fgehausemasse ist die Ver- 
bundplatte freitagend und der Trager kann unter Freilegen ei- 

25 ner Gesamtoberseite aus aktiven Oberseiten der ersten Halb- 
leiterchips, Saulenkontaktf lachen der Kunststof f saulen und 
einer Oberseite der Kunststof fmasse entfernt werden. Danach 
wird eine Umverdrahtungslage auf die Gesamtoberseite unter 
Ausbilden von Umverdrahtungsleitungen und Auiienkontaktf lachen 

3 0 auf den Verbundkorper aufgebracht. Dabei verbinden die Um- 
verdrahtungsleitungen die Auftenkontaktf lachen mit den Kon- 
taktflachen des ersten Halbleiterchips und/oder mit den Sau- 
lenkontaktf lachen der Kontaktsaulen. 
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Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass ein Nutzen mit mehre- 
ren Bauteilen durch einen einzigen Moldprozess entsteht und 
lediglich eine einzige Umverdrahtungslage erforderlich ist, 
5 um die gestapelten Halbleiterchips beziehungsweise ihre in- 
tegrierten Schaltungen untereinander zu verbinden und mit Au- 
fienkontaktf lachen in Verbindung zu bringen. Auf den Auftenkon- 
taktflachen konnen anschlieftend Auftenkontakte aufgebracht 
werden, ohne den Nutzen bereits in einzelne Bauteile zu tren- 
10 nen. Fur ein Herstellen von einzelnen elektronischen Bautei- 
len ist dann lediglich der Nutzen auf zutrennen, was durch Sa- 
gen entlang von Sagespuren zwischen den in Zeilen und Spalten 
angeordneten Bauteilpositionen durchgefuhrt werden kann. 

15 Aufrerdem ist es moglich, die AuJienkontaktf lachen eines elekt- 
ronischen Bauteils erst nach dem Auftrennen des Nutzens in 
einzelne elektronische Bauteile mit Auflenkontakten zu verse- 
hen. Dieses ist dann von Vorteil, wenn fur unterschiedliche 
Anwendungen' unterschiedliche Formen der AuGenkontakte erfor- 

20 derlich werden. 

Die Erfindung wird nun anhand der beigefiigten Figuren naher 
erlautert . 

25 Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elekt- 
ronischen Bauteils, gemaft einer Ausf uhrungsf orm der 
Erfindung, 

Figuren 

30 2 bis 7 zeigen schematische Querschnitte von Zwischenpro- 
dukten einzelner Verf ahrensschritten zur Herstel- 
lung eines Nutzens, 
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Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Flach- 
leiterrahmens mit vier Bauteilpositionen zur Her- 
stellung von Bauteilen gemafo Figur 1, 



5 Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt des Flachlei- 
terrahmens gemaft Figur 2, der mit einem zweiten ge- 
stapelten Halbleiterchip in den Bauteilpositionen 
bestiickt ist, 

10 Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt eines einsei- 
tig klebenden Tragers mit ersten Halbleiterchips, 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt des Flachiei- 
terrahmens gema£ Figur 3, der auf dem einseitig 
15 klebenden Trager gemafi Figur 4 aufgebracht ist, 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 

Verbundkorper aus Kunststof f gehausemasse mit einge- 
bettetem Flachleiterrahmen, sowie ersten und zwei- 
20 ten Halbleiterchips, 

Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt gemaft Figur 6 
mit auf gebrachter Umverdrahtungslage und aufge- 
brachten Auftenkontakten, auf einer Gesamtoberseite 
25 des Nutzens. 



Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein e- 
lektronisches Bauteil 1, gemaJi einer Ausf iihrungsf orm der Er- 
findung. Das elektronische Bauteil 1, weist einen Stapel 2 
30 aus einem ersten Halbleiterchip 3 und einem gestapelten zwei- 
ten Halbleiterchip 4 auf. Die Halbleiterchips 3 und 4 weisen 
aktive Oberseiten 5 mit Kontaktf lachen 6 auf. Eine Ruckseite 
7 des gestapelten zweiten Halbleiterchips 4, ist auf einer 
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Chipinsel 9 angeordnet. Die Chipinsel 9 ist Teil einer Flach- 
leiterstruktur 8, welche die Chipinsel 9 mit Flachleitern 10 
umgibt. Bondverbindungen 12 erstrecken sich von den Kontakt- 
flachen 6 des gestapelten zweiten Halbleiterchips 4 zu den 
5 Flachleitern 10. Die Flachleiter 10 erstrecken sich bis zu 
Randseiten 29 und 30 des elektronischen Bauteils 1. 

Die Flachleiter 10 weisen Kontaktsaulen 11 auf, die orthogo- 
nal zu den Flachleitern 10 angeordnet sind. Die Kontaktsaulen 

10 11 erstrecken sich bis zu einer Gesamtoberseite 16, welche 
aus der aktiven Oberseite 5 des ersten Halbleiterchips 3, 
Saulenkontaktf lachen 13 der Kontaktsaulen 11 und einem Ober- 
seitenbereich 14 einer Kunststof f gehausemasse 15 gebildet 
wird. In die Kunststof f gehausemasse sind die Flachleiter- 

15 struktur 8, die Bondverbindungen 12 und der gestapelte zweite 
Halbleiterchip 4 eingebettet. Unterhalb der Chipinsel 9 ist 
der erste Halbleiterchip 3 derart angeordnet, dass seine ak- 
tive Oberseite 5 mit den Kontaktf lachen 6 eine Gesamtobersei- 
te mit den Saulenkontaktf lachen 13 der Kontaktsaulen 11 und 

20 mit Oberseitenbereichen der Kunststof f gehausemasse 15 bildet. 

Die Kunststof f gehausemasse 15 bettet die Flachleiterstruktur 
8, die Bondverbindungen 12, den gestapelten zweiten Halblei- 
terchip 4, sowie die Ruckseite 7 des ersten Halbleiterchips 3 

25 und die Randseiten 31 und 32 des ersten Halbleiterchips ein. 
Auf der Gesamtoberseite 16 ist eine dreischichtige Umverdrah- 
tungslage 17 angeordnet. Direkt auf der Gesamtoberseite ist 
eine Isolationsschicht 33 mit Durchkontakten 34 angeordnet. 
Die Durchkontakte 34 stehen mit den Kontaktf lachen 6 des ers- 

30 ten Halbleiterchips 3 und den Saulenkontaktf lachen 13 der 
Kontaktsaulen 11 elektrisch in Verbindung. Als nachste 
Schicht umfasst die Umverdrahtungslage 17 eine Umverdrah- 
tungsschicht 19, die aus einer strukturierten Metallschicht 
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besteht and Umverdrahtungsleitungen 18, sowie Auiienkontakt- 
flachen 20 aufweist. Die Umverdrahtungsleitungen 18 verbinden 
die Auftenkontaktf lachen 20 untereinander und uber die Durch- 
kontakte 34 mit den Kontakt flachen 6 des ersten Halbleiter- 
5 chips 3 und mit den Saulenkontaktf lachen 13 der Kontaktsauien 
11 , die ihrerseits uber die Flachleiter 10 und uber die Bond- 
drahte 12 mit den Kontaktf lachen 6 des gestapelten zweiten 
Halbleiterchips 4 elektrisch verbunden sind. Als dritte 
Schicht ist eine L5tstopplackschicht 37 auf der Umverdrah- 
10 tungsschicht 19 angeordnet, welche die Umverdrahtungsleitun- 
gen 18 schutzt und nur die Aufienkontakt flachen 20 freilasst. 
Auf den Auftenkontaktf lachen 20 sind Lotballe 21 als Aufienkon- 
takte 28 des elektronischen Bauteils 1 angeordnet. 

15 Ein derartiges elektronisches Bauteill kann mit wenigen Ver- 
f ahrensschritten, die mit den Figuren 2 bis 7 erlautert wer- 
den, kostengunstig aus einem Nutzen hergestellt werden. 

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Flachlei- 
20 terrahmens 22 mit vier Bauteilpositionen 24 zur Herstellung 
von Bauteilen gemaft Figur 1. Durch Aufsagen entlang der 
strichpunktierten Linie 35, ergibt sich die in Figur 1 ge- 
zeigte und in Kunststof fmasse eingebettete Flachleiterstruk- 
tur 8. Die Bauteilpositionen 24 sind in Zeilen und Spalten 
25 angeordnet, so dass ein derartiger Flachleiterrahmen mehrere 
Flachleiterstrukturen 8 bereitstellt . 

Eine Bauteilposit ion 24 des Flachleiterrahmens 22 weist eine 
Chipinsel 9 auf, die von Flachleitern 10 umgeben ist, wobei 
30 die Chipinsel 9 uber Flachleiterstege 36 in Position gehalten 
wird. Einsttickig mit den Flachleitern 10 sind Kontaktsauien 
11 verbunden, die orthogonal zu den Flachleitern 10 ausge- 
richtet sind und die eine Saulenkontaktf lache 13 aufweisen 
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Die Lange dieser Kontaktsaulen 11 liegt zwischen 0,1 und 0,9 
mm. Die Kontaktsaulen 11 sorgen dafur, dass unterhalb der 
Chipinsel 9 eine ausreichende Hohe vorhanden ist, urn dort ei- 
nen ersten Halbleiterchip anzuordnen. 

5 

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt des Flachlei- 
terrahmens 22 gemaft Figur 2, bestuckt mit zweiten gestapelten 
Halbleiterchips 4, in den Bauteilpositionen 24. Die Halblei- 
terchips 4 sind mit ihren Ruckseiten 7 auf den Chipinseln 9 

10 mittels eines Leitklebers oder eines eutektischen Lotes fi- 
xiert. Die Kontaktf lachen 6 auf der aktiven Oberseite 5 des 
gestapelten zweiten Halbleiterchips 4 sind uber Bonddrahte 12 
einer Goldlegierung mit den Flachleitern 10 verbunden . Dazu 
weisen die Flachleiter 10 auf den Bondflachen beziehungsweise 

15 auf den Beriihrungsf lachen der Bonddrahtverbindungen 12 eine 
bondbare Beschichtung auf. Somit sind die Saulenkontaktf la- 
chen 13 der Kontaktsaulen 11 elektrisch liber die Flachleiter 
10 und die Bonddrahtverbindungen 12 mit den Kontaktf lachen 6 
der integrierten Schaltung des gestapelten zweiten Halblei- 

20 terchips 4 verbunden. 

Wahrend der Flachleiterrahmen 22 mit dem zweiten Halbleiter- 
chip 4 bestuckt und mit Bonddrahtverbindungen 12 verbunden 
wird, werden auf einem einseitig klebenden Trager, der in Fi- 
25 gur 4 gezeigt wird, erste Halbleiterchips angeordnet. Zeit- 

lich unabhangig von der Herstellung und Bestuckung des Flach- 
leiterrahmens 22 werden erste Halbleiterchips 3, wie in Figur 
4 gezeigt, auf einem Trager 25 angeordnet. 

30 Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt eines einseitig 
klebenden Tragers 25 mit ersten Halbleiterchips 3. Dazu sind 
die aktiven Oberseiten 5 der ersten Halbleiterchips 3 mit ih- 
ren Kontaktf lachen 6 auf die klebende Seite des Tragers 25 
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aufgeklebt. Die Ruckseiten 7 der Halbleiterchips 3, sowie die 
Randseiten 31 und 32 der ersten Halbleiterchips 3 sind frei 
zuganglich. Die ersten Halbleiterchips 3 sind auf dem Trager 
25 in Zeilen und Spalten entsprechend den Zeilen und Spalten 
5 der Bauteilpositionen 24 des Flachleiterrahmens, wie in den 
Figuren 2 und 3 gezeigt, angeordnet. 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt des Flachlei- 
terrahmens 22 gemaJi der Figur 3 der auf dem einseitig kleben- 

10 den Trager 25 gema£ Figur 4 mit seinen Saulenkontakt f lachen 

13 fixiert ist. Dazu sind die Saulenkontaktoberf lachen 13 der 
Kontaktsaulen 11 auf die klebende Seite des Tragers 25 derart 
aufgeklebt , dass die Kontaktsaulen 11 den ersten Halbleiter- 
chip 3 auf dem Trager 25 umgeben und die Chipinsel 9 mit dem 

15 gestapelten zweiten Halbleit erchip 4 uber dem ersten Halblei- 
terchip 3 ausgerichtet ist. Die Lange der Kontaktsaule 11 
richtet sich dabei nach der Dicke des ersten Halbleiterchips 
3, die in dieser Ausf uhrungsf orm der Erfindung bei 100 pm 
liegt, da der erste Halbleiterchip 3 ein dunngeschlif f ener 

20 Halbleiterchip ist. Jedoch konnen auch dickere Halbleiter- 
chips eingesetzt werden, da die Lange der Kontaktsaulen 11 
zwischen 0,1 und 0,9 mm bei einer fur einen durch Atzen 
strukturierten Flachleiterrahmen variiert werden kann . 

25 Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 

Verbundkorper 27 aus einer Kunststof fmasse 2 6 mit eingebette- 
tem Flachleiterrahmen 22, sowie eingebetteten ersten und 
zweiten Halbleiterchips 3 und 4 . Fur das Einbetten der in Fi- 
gur 5 gezeigten Struktur in eine Kunststof fmasse 26 ist le- 

30 diglich ein Moldprozess auf dem Trager 25 erf orderlich . Nach 
dem Ausharten der Kunststof fmasse 26 wird der Trager 25 ent- 
fernt und die Gesamtoberseite 16 des f reitragenden Verbund- 
korpers 27 freigelegt. Das Delaminieren des Tragers 25 von 
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dem Verbundkorper 27, kann durch Erhitzen der Klebstoff- 
schicht zwischen Trager und Gesamtoberseite 16 erfolgen, wenn 
als Klebstoff ein thermoplastischer Kunststoff eingesetzt 
wird. Das Entfernen des Tragers 25 erfolgt dabei durch seit- 
5 liches Abziehen des Tragers von dem Verbundkorper 27, wenn 
ein starrer, einseitig klebender Trager 25 eingesetzt ist. 
Ein Abrollen des Tragers 25 ist moglich, wenn als einseitig 
klebender Trager eine Folie eingesetzt ist. Auf die nun frei- 
liegende Gesamtoberseite 16 wird eine Umverdrahtungslage auf- 
10 gebracht, urn den ersten Halbleiterchip 3 mit dem gestapelten 
zweiten Halbleiterchip 4 zu verdrahten. 

Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt gemafl Figur 6 
mit auf gebrachter Umverdrahtungslage 17 und auf gebrachten Au- 

15 iienkontakten 28 auf einer Gesamtoberseite 16 des Nutzens 23. 
Das Aufbringen der Umverdrahtungslage 17, die ihrerseits drei 
Schichten aufweist, wird nacheinander durch Aufbringen und 
Strukturieren der drei Schichten durchgef lihrt . Dazu weist ei- 
ne erste Isolationsschicht 33 Durchkontakte 34 auf, die mit 

20 den Saulenkontaktf lachen 13 der Kontaktsaulen 11 und mit den 
Kontaktf lachen 6 des ersten Halbleiterchips 3 verbunden sind. 
Als weitere Schicht ist eine strukturierte Metallschicht als 
Umverdrahtungsschicht 19 in der Umverdrahtungslage 17 ange- 
ordnet. Diese Umverdrahtungsschicht 17 weist Umverdrahtungs- 

25 leitungen 18 zwischen Aufienkontakt f lachen 20 und in Durchkon- 
takten 34 auf. 

Als dritte Schicht der Umverdrahtungslage 17 ist eine Lot- 
stopplackschicht 37 aufgebracht, die lediglich die Auftenkon- 
30 taktf lachen der Umverdrahtungsschicht 19 freilasst. Auf den 
f reiliegenden Auftenkontaktf lachen 20 sind als AuBenkontakte 
28 in dieser Ausf iihrungsf orm der Erfindung Lotballe aufge- 
bracht . 
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Ein derart aufgebauter Nutzen 23 mit Bauteilposir ionen 24 
weist an den Bauteilpositionen 24 einen Stapel 2 aus einem 
ersten und einem zweiten Halbleiterchip 3 und 4 auf und kann 
nach Anbringen der Auftenkontakte 28 entlang der strichpunk- 
tierten Linie 35 zu Einzelbauteilen aufgetrennt werden. 
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Patervtanspruche 

1. Elektronisches Bauteil das folgende Merkmale aufweist: 
einen Stapel (2) von Halbleiterchips (3,4), mit 
5 - einem ersten Halbleiterchip (3) und 

- einem gestapelten zweiten Halbleiterchip (4), 
wobei die Halbleiterchips (3,4) eine aktive Ober- 
seite (5) mit Kontaktf lachen (6) zu integrierten 
Schaltungen und eine Riickseite (7) aufweisen, 

10 - eine Flachleiterstruktur (8) mit 

- einer Chipinsel (9), 

- die Chipinsel (9) umgebenden Flachleitern (10) 
und 

- Kontaktsaulen (11), die auf den Flachleitern (10) 
15 angeordnet und orthogonal zu den Flachleitern 

(10) ausgerichtet sind, 
wobei der zweite Halbleiterchip (4) mit seiner Riickseite 
(7) auf der Chipinsel (9) angeordnet ist und seine Kon- 
taktf lachen (6) uber Bonddrahtverbindungen (12) mit den 

20 Flachleitern (10) elektrisch verbunden sind, und wobei 

der erste Halbleiterchip (3) von den Kontaktsaulen (11) 
umgeben und unterhalb der Chipinsel (9) derart angeord- 
net ist, dass Saulenkontaktf lachen (13) der Kontaktsau- 
len (11), Oberseitenbereiche (14) einer die Halbleiter- 

25 chips (3,4), die Kontaktsaulen (11) und die Flachleiter- 

struktur (8) einbettenden Kunststof f gehausemasse (15) 
und die aktive Oberseite (5) des ersten Halbleiterchips 
(3) eine Gesamtoberseite (16) bilden, und wobei auf der 
Gesamtoberseite (16) eine Umverdrahtungslage (17) ange- 

30 ordnet ist, die uber Umverdrahtungsleitungen (18) die 

Halbleiterchips (3,4) elektrisch miteinander verbindet. 
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Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Umverdrahtungslage (17) eine Umverdrahtungschicht 
(19) aufweist, die auf der Gesamtoberseite (16) angeord- 
net ist und Aufienkontakt f lachen (20) aufweist, die uber 
die Umverdrahtungsleitungen (18) mit den Saulenkontakt- 
flachen (13) der Kontaktsaulen (11) und/oder mit den 
Kontaktf lachen (6) des ersten Halbleiterchips (3) elekt- 
risch verbunden sind. 

Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

auf den AuBenkontaktf lachen (20) Lotballe (21) angeord- 
net sind. 

Nutzen, der einen Flachleiterrahrnen (22) mit in Zeilen 
und Spalten angeordneten elektronischen Bauteilen (1), 
gemaft einem der Anspruche 1 bis 3 aufweist. 

Nutzen nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Form des Nutzens (23) in Umfang und Umf angsmarkie- 
rungen einem Standard-Halbleiterwaf er entspricht. 

Verfahren zur Herstellung eines Nutzens (23) fur mehrere 
elektronische Bauteile (1) , wobei das Verfahren folgende 
Verf ahrensschritte aufweist : 

Herstellen eines Flachleiterrahmens (22) mit in 
Zeilen und Spalten angeordneten Bauteilpositionen 
(24), wobei eine Bauteilposition (24) eine Chipin- 
sel (9) und die Chipinsel (9) umgebende Flachleiter 
(10), sowie Kontaktsaulen (11), die auf den Flach- 
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leitern (10) angeordnet und orthogonal zu den 
Flachleitern (10) ausgerichtet sind, 
Aufbringen eines gestapelten Halbleiterchips (4) 
auf die Chipinsel (9) der Bauteilpositionen (24), 
5 - Herstellen von Bonddrahtverbindungen (12) zwischen 

den Flachleitern (10) und Kontaktf lachen (6) auf 
aktiven Oberseiten (5) der gestapelten Halbleiter- 
chips (3,4) , 

Aufbringen von ersten Halbleiterchips (3) mit ihren 
10 aktiven Oberseiten (5) auf einen einseitig kleben- 

den Trager (25) unter Anordnen der ersten Halblei- 
terchips (3) in Zeilen und Spalten, die den Zeilen 
und Spalten der Bauteilpositionen (24) entsprechen, 
Aufbringen des Flachleiterrahmen (22) mit gestapel- 
15 ten Halbleiterchips (4) auf den Trager (25) in der 

Weise, dass die Kontaktsaulen (11) des Flachleiter- 
rahmens (22) mit ihren Oberseiten auf dem Trager 
(25) kleben und die ersten Halbleiterchips (3) auf 
dem Trager (25) unterhalb der Chipinseln (9) des 
20 Flachleiterrahmens (22) angeordnet und von Kontakt- 

saulen (11) umgeben sind, 
- Einbetten des Flachleiterrahmens (22) mit gestapel- 
ten Halbleiterchips (3,4) und Bonddrahtverbindungen 

(12) in einer Kunststof fmasse (26) zu einer Ver- 
25 bundkorper (27) auf dem Trager (25), 

Entfernen des Tragers (25) unter Freilegen einer 
Gesamtoberseite (16) aus aktiven Oberseiten (5) der 
ersten Halbleiterchips (3), Saulenkontaktf lachen 

(13) der Kontaktsaulen (11) und einer Oberseite 
30 (14) der Kunststof fmasse (26), 

Aufbringen einer Umverdrahtungslage (17) auf die 
Gesamtoberseite (16) unter Ausbilden von Umverdrah- 
tungsleitungen (18) und Auftenkontaktf lachen (20) , 
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wobei die Umverdrahtungsleitungen (18) die AuBen- 
kontaktf lachen (20) mit den Kontaktf lachen (6) des 
ersten Halbleiterchips (3) und/oder mit den Saulen- 
kontaktf lachen (13) der Kontaktsaulen (11) verbin- 
den. 

Verfahren nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

auf die Auflenkontaktf lachen (20) Lotballe (21) als Au- 
lienkontakte aufgebracht werden. 

Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils, 
dass die Verf ahrensschritte aufweist: 

Herstellen eines Nutzens (23) gemali Anspruch 6 oder 

Anspruch 1, 

Auftrennen des Nutzens (23) in einzelne elektroni- 
sche Bauteile (1) . 

Verfahren nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

auf den Aufienkontaktf lachen (20) eines elektronischen 

Bauteils (1) Auftenkontakte aufgebracht werden. 
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Zusammenf assung 

Elektronisches Bauteil und Nutzen zur Herstellung desselben 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil (1) mit ge- 
stapelten Halbleiterchips (3,4) und einen Nutzen (23) zur 
Herstellung des Bauteils (1). Dazu weist der Stapel (2) eine 
Flachleiterstruktur (8) mit einer Chipinsel (9) auf, auf wel- 
cher ein gestapelter Halbleiterchip (4) angeordnet ist, wah- 
rend sich darunter ein erster Halbleiterchip (3) befindet. 
Die Chipinsel (9) ist von Flachleitern (10) umgeben, die Kon- 
taktsaulen (11) aufweisen. Diese Kontaktsaulen (11) weisen 
Saulenkontaktf lachen (13) auf, welche zusammen mit der akti- 
ven Oberseite (5) des ersten Halbleiterchips (3) und Obersei- 
tenbereichen (14) einer Kunststof f gehausemasse (15) eine 
koplanare Gesamtoberseite (16) bilden. 



[Figur 1] 



